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摘 要

發光二極體(Light Emitting Diode; LED)具有體積小、壽命長、省電、反應快速等等特性。因此，高功率LED被廣泛地應用

，比如在固態照明和LCD的背光模組。高功率發光二極體在則使用上需要高電流驅動，相對之下如何改善高功率發光二極

體的散熱機制是不可或缺的一門學問。我們示範了一套量測發光二極體熱阻的方法，我們先利用順向電壓法量測出發光二

極體的接面溫度，再配合熱影像分析儀來得到散熱塊的表面溫度，藉此得到InGaN高功率發光二極體的熱阻。文中，我們

首先說明如何使用順向電壓法來量測發光二極體接面溫度，接著我們呈現高功率發光二極體在各驅動電流下的接面溫度與

熱影像分析儀所取得的散熱片表面溫度，並以此推算出在各驅動電流下的熱阻。
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